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摘要(译)

降低EL显示器件和配备有EL显示器件的电子器件的制造成本是一个目
标。使用其中在阴极表面上形成突出部分的纹理结构。当被阴极表面反
射时，外部杂散光被突出部分的作用漫反射（不规则地）反射，因此观
察者的面部或周围景物在阴极表面反射的缺陷可以是预防。这可以在不
使用常规必需的高价圆形偏振膜的情况下完成，因此可以降低制造EL显
示装置的成本。
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